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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (VLSI) 

Ενότητα B – Κεφάλαιο 3.  

Παθητικά Στοιχεία  MOS 

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 
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Για το Poly, αντίσταση φύλλου (Sheet resistance)=20Ω /   ± 30% 

Αν χρειαστούμε αντίσταση 100kΩ 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 

First polysilicon 

Resistance 

First polysilicon 

Resistance with a well 

shielding 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 
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Resistance with a well 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 

65nm 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 



11/21 Σωτήριος Ματακιάς, 2018-19,  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (VLSI)  

Παθητικές  MOS Διατάξεις: Αντίσταση 

Interdigitized structure  
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Πυκνωτές 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Πυκνωτές 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Πυκνωτές 



16/21 Σωτήριος Ματακιάς, 2018-19,  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (VLSI)  

Παθητικές  MOS Διατάξεις: Πυκνωτές 

Metal 1 

poly2 

poly1 
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Παθητικές  MOS Διατάξεις: Πυκνωτές 
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BiCMOS 
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Τέλος  Ενότητας 


